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 إلمس تخلص

 ةكمي رإنجدثلاثة وإلحاوي على  يتروجينفي هذه إل طروحة، تم فحص إلخصائص إلكهربائية لثنائيات ليزر إنديوم زرنيخ إلجاليوم إلمطعم بالن 

 0291شع ضوء عند طول موجي ت مفاعل إلتحفيز إلكيميائي إلسطحي و صنع بطريقة ت  تيإلنشطة وإل امن هذه إلمادة في منطقته ش به موصلة

لى . وإلمقاومة إلتسلسلةيغطي إهم كميتين توصفان إلمركبات وهما معامل إلمثالية  هذإ إلفحص. مايكرومتر لهذه  عتبةكثافة تيار إل بال ضافة إ 

 . إلمركبات سيتم توضيحها

من الانحياز الامامي  تم حسابهمعامل إلمثالية وإلذي ي مع إلحوإجز إلمجهدة وبدونها بأ نكمية ثلاثة جدرإن  على إلفحص للمركبات إلحاويةيظُهر 

هذإ يدل على . مايكروميتر 011و 411 ي بقيمتيمركبين لكل طول تجويففي خاصية تغيير إلتيار مع إلجهد يتناقص مع زيادة درجة إلحرإرة لل

 021درجة كالفن لتصل إلى  911عند   2.1وهذة إلقيمة تتغير من ،على قيمة معامل إلمثالية في إلمركب ل تظهر أ ي تأ ثير إلحوإجز إلمجهدةإن 

 .إل ربعة درجة كالفن للمركبات 411عند 

يكون تأ ثير إلمقاومة  و عند درجات إلحرإرة إلعالية. إلمقاومة إلمتسلسلة تزدإد قليلًا مع إزدياد درجة إلحرإرة للمركبات كدإلة في درجات إلحرإرة

ومع . يعتبر الانتقال إلضوئي في مركبات إلجدرإن إلكمية ذإت إلحوإجز إلمجهدة أ كثر تفضيلًا من مركبات إلجدرإن إلكمية. إلمتسلسلة وإضًحا جليًا

 . ذلك في حالة إلطول إلتجويفي إلطويل تكون إلموصلية إلضوئية فعالة وعالية إلكفاءة مما يقلل من إلمقاومة إلمتسلسلة

 تيار إلعتبة بأ ن كثافة  يوضح .وتم أ خذها لكل طولين تجويفية مختلفين للمركبات من خصائص تغير إلضوء مع إلتيار تيار إلعتبة كثافة ثم تعيين 

 إل جهادوإجز إلحذإت إلمركبات  بال ضافة إ لى أ ن تلك. لجميع درجات إلحرإرة خر إل   ركباتمقارنة بالم يكون أ قل إلمجهدةوإجز إلحذو  للمركب

لى  .تأ ثير إ جهاد إلحوإجزدون ب ركباتلمإ مع قارنةبالمإلحرإرة  ةلدرج أ قللديها حساس ية   زوإجإلح بنُي خلال إ ضافةإلذي  إلحبسويرجع ذلك إ 

لى إلمجهدة  .اتمركبإ 
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ABSTRACT 

 In this thesis, the electrical properties of InGaAsN laser diodes with semiconductor three 

quantum well active regions grown by MOVPE and emitting at 1.26 m wavelength are 

investigated. This covers the most two important parameters of the ideality factor and series 

resistance for the devices. The threshold current density of these devices will be included. 

 The investigation of structures having three quantum wells with and without strained barriers 

show that the ideality factor   obtained from the forward bias current-voltage characteristics 

decreases with the increase of temperature for the two structures for each cavity length given 

by 466 m and 760 m. This implies that the strained barriers in quantum well does not show 

any effect on the ideality factor   value and it changes from 2.1 at 200 K to 1.1 at 400 K for 

all four devices. 

The series resistance of structures as a function of temperatures slightly increase with 

increasing temperature. At high temperatures, the effects of strained barriers are clear on the 

series resistances. In addition, the optical transmission in the structure of quantum wells with 

strained barriers are more preferable rather than the structure of quantum wells. In fact, in 

case of long cavity, the optical conductivity is effective and high efficiency which will reduce 

the series resistances.   

The threshold current density Jth for structures which is deduced from the L-I characteristics 

are obtained and are taken for each two different cavity lengths. This shows that the structure 

with strained barriers has lower Jth compared to the other one for all temperatures. 

Furthermore, the obtained Jth for structures with strained barriers has low sensitivity to 

temperature compared to structures without strained barriers. This is due to the confinement 

created through the additional strained barriers which were added to the structures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


